ŠIROKOPÁSMOVÉ ZESILOVAČE

Používají se jako obrazové zesilovače nebo anténní zesilovače (TV pásma 1-5), nebo impulsní zesilovače.


Širokopásmové zesilovače jsou vícestupňové zesilovače, ve kterých tranzistory mají odporovou zátěž. Zesilovače bývají doplněné korekčními obvody pro rozšíření frekvenční charakteristiky na nízkých a vysokých kmitočtech. Často je také u širokopásmových zesilovačů využívána kmitočtově závislá i nezávislá záporná zpětná vazba.

Korekce kmit. char. v oblasti dolních kmitočtů
- posune dolní mezní kmitočet fD směrem k nižším kmitočtům.
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náhradní zapojení pro nízké frekvence:
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náhradní zapojení pro střední frekvence:
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Korekce kmit. char. v oblasti vysokých kmitočtů
· posune horní mezní kmitočet fH směrem k vyšším kmitočtům

1) pomocí sériové indukčnosti
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náhradní zapojení pro vysoké frekvence:
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2) rozdělením emitorového odporu (využití záporné zpětné vazby)
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Náhradní zapojení:

Pro nízké frekvence


Pro střední frekvence
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silnější ZZV = Au se zmenší

slabší ZZV = Au se zvětší

U širokopásmových zesilovačů se využívá také vhodného zapojení tranzistorů např. kaskádní zapojení SE-SB ( KASKODA) .
VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE
Používají se zejména ve vysílačích a přijímačích.

Rozdělení:

-podle velikosti signálu: 
zesilovače velkých signálů (výkonové)


zesilovače malých signálů

-podle pásma:
úzkopásmové – selektivní nebo laděné


širokopásmové

Hlavní požadavky na VF zesilovače:


Malý šum (VF zesilovače často zesilují velmi malý signál, kde se šum uplatňuje rušivě).

Selektivita – je schopnost zesilovače zesílit požadovaný signál a potlačit signály kmitočtově blízké; udává se křivkou selektivity
Odolnost proti rušení – zesilovač by měl být co nejodolnější proti rušivým signálům které vznikají při zpracování signálu v zesilovači, z toho vyplívá, že by měl mít ideální převodní charakteristiku

Požadovaná vstupní a výstupní impedance

Napěťový a výkonový přenos

Stabilita zesilovače – odolnost proti rozkmitání

Spolehlivost, jednoduchost, nenáročnost na nastavení

Základní vlastnosti VF tranzistorů:


Horní mezní kmitočet se udává pomocí kmitočtů fα nebo fβ nebo fT. Ve vyšších kmit. pásmech se uplatňují vnitřní kapacity tranzistoru.
I1 = y11*U1+y12*U2

I2 = y21*U1+y22*U2

y11 – vstupní admitance
y11=Re*y11 ± j*Im*y11 

Re*y11 – vstupní vodivost

Im*y11= ω*C1
Všechny y parametry se udávají ve tvaru komplexních čísel, kmitočtové vlastnosti se znázorňují v komplexní rovině.


y21 = převodní admitance nebo-li strmost [S] nebo [mS]

Z vnitřních kapacit tranzist. má největší vliv kapacita přechodu C-B, navíc je velikost této kapacity dána nastavením pracovního bodu. Za určitých podmínek hrozí rozkmitání obvodu, proto se vnějším zapojením vliv této kapacity neutralizuje.

Příklad zapojení širokopásmového VF zesilovače:
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Vysokofrekvenční zesilovače se selektivní zátěží
Jsou určeny k zesilování v úzkém kmit. pásmu a obsahují rezonanční obvody.

Důležité parametry:
střední kmitočet


požadované zesílení


požadovaná šířka pásma

· regulace zesílení se provádí změnou polohy pracovního bodu

· většinou se používá zapojení SE, které má velké zesílení

· zátěž tranzistoru - používá se paralelní rezonanční obvod nebo vázaný rezonanční obvod

· u jednoduchého rezonančního obvodu šířka pásma závisí na Q; pro nízké Q má útlumová char. malou strmost boků (selektivitu)

Pokud je požadována větší šířka pásma a větší selektivita, využívají se vázané rezonanční obvody, nebo keramické filtry.
Selektivní zesilovač s jednoduchým rezonančním obvodem:
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Použití vázaných rezonančních obvodů
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Činitel vazby k = M/√(L1*L2)

Vazby:
velmi volná
k = 0 – 0,01


volná
k = 0,01 – 0,05


těsná
k = 0,05 – 0,95


velmi těsná
k = 0,95 – 1

Pro vysoké kmitočty (100 MHz a výše) je obtížné realizovat paralelní nebo vázané rezonanční obvody s velkým Q, proto se místo rezonančního obvodu často používá úsek vedení délky l = λ /4
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· na vstupu zesilovače je úsek Vf vedení, který se chová společně s C1 jako paralelní rezonanční obvod s velkým Q (v zesilovaném pásmu f )

· na výstupu jsou 2 úseky Vf vedení, které se chovají jako paralelní rezonanční obvody, které jsou navázány indukční smyčkou, oba výstupní obvody jsou naladěny na stejný kmitočet a tvoří tak pásmovou propusť s velkým Q, čímž se dosáhne velmi dobré selektivity zesilovače.
· tranzistor pracuje v zap. SB, kondenzátor CB tvoří na zesilovaném kmitočtu zkrat. 
